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Инверсия проводимости в твердых растворах CdSexTe1-x 
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Аннотация 
Приводятся результаты электрических исследований твердых растворов CdSeхTe1-х, 

синтезированных с применением зоны дополнительного нагрева паровой фазы. Установлено, что 
твердые растворы являются непорядочными системами. Выявлено, что для твердых растворов 
CdSeхTe1-х характерно: высокое удельное сопротивление (при Т = 298 К до 109 ом∙см), возрастающее 
вместе с содержанием теллура; высокое значение энергии активации (до 0.64 эВ), монотонно 
уменьшающееся с температурой; аномально большое время установления равновесия после резкого 
изменения температуры; низкое значение холловской подвижности (при Т = 413 К не более 100     
см2В-1с-1) Показано, что подобная совокупность свойств присуща полупроводникам с высокой 
степенью компенсации и неоднородным потенциальным рельефом зон, обусловленным разупо-
рядочением структуры. Разупорядочение структуры в твердых растворах CdSeхTe1-х обусловлено 
различием ионных радиусов. Ионный радиус кадмия мал (1.03Å), а ионный радиус теллура большой 
(2.21Å). Для таких систем характерен френкелевский тип природного разупорядочения. Увеличение 
содержания теллура в них способствует образованию вакансий кадмия VCd, обладающими акцепторными 
свойствами, которые при большой концентрации приводят к инверсии типа проводимости от электронной 
к дырочной. 

Приводятся температурные и концентрационные зависимости проводимости и холловской 
подвижности. 


